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[はじめに] 縦型 GaN MOSFET の実用化に向けて、イオン注入による p 型層形成の検討が進めら

れている。我々は以前、保護膜を用いた 1300℃5 分の常圧熱処理により活性化した Mg 注入層上

に横型MOSFET を形成し、注入ドーズ量に応じたチャネル特性が得られることを報告した[1]。た

だしこの熱処理条件では活性化が不十分であり、特に高濃度側で p 型エピ上に形成した場合との

特性差が生じていた。さらに活性化を促進するため、より高温での熱処理が可能な手法として、

1GPa程度と超高圧雰囲気での熱処理(UHPA)が提案され、Mg注入層のp型高活性化が示された[2]。

ただし、UHPA処理によるショットキー特性の悪化も報告されており[3]、表面劣化が懸念される。

今回は、UHPA 処理により横型 MOSFET を作製し、チャネル特性を評価した結果を報告する。 

[実験方法] n-GaNエピ(Nd=1E16 cm-3、4 μm)/+c面n-GaN自立基板に、MgおよびNイオンを1E18cm-3

の BOX 形状となるように多段注入した。その後、n+ソース領域に Si をイオン注入し、UHPA で

活性化処理を行った。脱水素熱処理後に、ゲート絶縁膜として、リモートプラズマ CVD法で SiO2 

100 nmを成膜し、電極を形成して図 1のような円形横型 nチャネルMOSFET を作製した。 

[結果] 評価結果の一例として、UHPAで 1300℃5分の活性化処理を行ったサンプルの Id-Vd特性を

図 2 に、Id-Vg特性を図 3 に示す。ゲート電圧の増加に応じてドレイン電流が増加する正常な FET

動作が確認でき、正の強反転しきい値が得られた。当日は、熱処理条件によるチャネル特性の変

化も交えて詳細に議論する。 
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  Fig.1. Schematic image of 

fabricated lateral MOSFETs 

  Fig.2. Id-Vd characteristics of 

fabricated lateral MOSFETs 

  Fig.3. Id-Vg characteristics of 

fabricated lateral MOSFETs 
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